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第一部份：基本電學 
 1. 在常用的電學單位中，瓦特是功率的單位 

 2. 省電燈泡支出費用： 525300)
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白熾燈泡支出費用： 
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省電燈泡可省： 4955251020 =− 元 
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 8. 利用節點電壓法： 
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 9. 利用密爾門定律可得： 
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12. 單位電荷所受之力，稱為電場強度 

13. 串聯後 1C 與 2C 的儲存電荷量相等， 21 QQ =  
C1500V500F3VCQ 111 μ=×μ==  
C1200V200F6VCQ 222 μ=×μ==  

因此串聯電容的電量應該取較小值 1200 μC，才不致 
燒毀電容量較小的電容器 

V400
F3

C1200
C
QV

1

1
1 =

μ
μ

==  

V200
F6

C1200
C
QV

2

2
2 =

μ
μ

==  

串聯耐壓 V600V200V400VVV 21 =+=+=  
14. (A) 在你面前有一自左向右的磁場，磁場中一導線其

電流向你而來，則此導線受磁場的作用，使其運動的

方向為向上 
(B) 佛來銘電動機原理中的三要素所指的方向是：導

線的移動方向、磁場方向和導線中的電流方向 
(C) 馬克斯威/平方公分是磁通密度的單位 
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時間常數 ms12050 =μ×=τ  
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(B) 電壓 V)e1(50V t1000
c
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(C) 電路呈穩定狀態後，由 1 轉至 2 

則電流 ci 為 A1
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(D) 由 1 轉至 2，則電容器開始放電，經過時間 
)ms1m10m11( =− 後： 
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V120340VR =×= ，電壓超前電流 53.1° 
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當頻率由 60 Hz 增為 120 Hz 時 
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(負號表示電感性電抗功率) 
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( CL II > 為電感性電路，功率因數落後) 

第二部份：電子學 
26. CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor，互

補性氧化金屬半導體)中的「M」，代表金屬 
27. (A) 當二極體於逆向偏壓時，空乏區會變寬，障壁電

位會增加 
(C) 在溫度 27°C 時，矽半導體的能隙約為 1.12 eV 
(D) 紫外線的波長比紫色光短 
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29. 正半週時， 1D 導通，電容 C 充電 10 V 
負半週時， 2D 導通，電容 C 充電 20 V 
則輸出電壓 V20Vo −=  

 
30. 箝位電路中二極體方向往上，波形往上移動，最低電

壓為 5 V，最高電壓為 25 V，中心電壓為 V15
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32. 電晶體在共基極工作組態時，射極當輸入端，集極當

輸出端 
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39. (A) 變壓器耦合放大器效率高，不易以積體電路實

現，且頻率響應不佳 
(C) 射極隨耦器是屬於共集極放大電路組態，電壓增

益略低於 1 
(D) 達靈頓電路的特性是高輸入阻抗和低輸出阻抗 
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42. (A) 當 0)VV( thGS <− ，且 )VV(V thGSDS −> 時， 
P 通道增強型 MOSFET 工作於歐姆區 
(B) 當 0VGS = 時， N 通道空乏型 MOSFET 的

DSSD II = ，但並非最大，在增強模式下， DSSD II >  
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(C) 當 0)VV( PGS <− ，且 )VV(V PGSDS −> 時 
N 通道 JFET 工作於歐姆區 
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44. 金氧半場效電晶體 MOSFET 是以電場效應控制汲、

源極間的電流 
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48. 令 V1Vi = ，因此 V1VV == −+  
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49. 原來開關狀態為 0011 

輸出電壓為 V3)
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若依題意輸出變為 V9− 時，則為原來的 3 倍，其開關

狀態為 1001。但題意要求開關不改變，因此只要將電

阻 R 與 4R 互調，即可使輸出電壓變為 V9−  
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